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【はじめに】CTスキャンは、器官の X 線吸収

率の違いから画像を抽出し、癌や骨の異常など

を検出するために用いられるが、X線による医

療被曝が生じる。検出器の感度が低く検査に時

間がかかると、被曝線量が増大する[1]。一般に

1年あたり 100 mGyで癌のリスクが高まると

されているため、年間での検査回数が限られ、

治療後の再発検査に遅れが生じる[2]。現在の

CTスキャナではシンチレータでX線を吸収し、

シンチレータが発した蛍光をフォトダイオー

ドで検出する方式であるが、本研究では半導体

検出器の 4H-SiCに入射したX線を直接キャリ

アに変換することにより、高速検出を目指す。 

【試料作製方法】SPM、HF を用いて基板を洗

浄する。RF スパッタにより SiC エピタキシャ

ル層に TiN/Ni 電極を堆積。フォトリソグラフ

ィにより電極パターンを形成。ウェットエッチ

ングにより素子分離を行う。裏面に Ti,TiN を

RF スパッタにより堆積。最後にフォーミング

ガスアニール (30min,3%H2+97%N2:1L/min, 

300℃)を行う。 

【X線検出実験結果】管電流 10 mA(1.82 mGy/s)

でも検出に成功し、小さい管電流でも 40 ms以

下の時定数で検出できた。(Fig. 2) 

管電流と検出電流の間に高い線形性があるこ

とを確認した。(Fig. 3) 

【まとめ】検出電流と管電流に高い線形性があ

り、10 mA の管電流でも X 線検出を確認でき

たことから、低被曝線量での CTスキャンの実

現に期待できる。 
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Fig. 1 Structure of SiC-SBD with guard ring. 
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Fig. 3 Linearity of detection current and tube 

current. 
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Fig. 2 Changes of detection current in SiC-SBD by 

changing tube current. Tube current is 10 mA to 120 

mA and tube voltage is 120 kV. 

第80回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2019 北海道大学 札幌キャンパス)19a-C213-2 

© 2019年 応用物理学会 02-027 2.2


